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REVENDICATIONS MODIFIÉES

reçues par le Bureau international le 13 Février 2008 (13.02.2008)

1. Procédé pour ajuster la sensibilité d'un dispositif comprenant

au moins un capteur magnétorésistif (60 ; 70 ; 80 ; 90) et augmenter la

plage de réponse de ce dispositif par rapport à un champ magnétique

extérieur, caractérisé en ce qu'il consiste à appliquer un champ

magnétique de polarisation prédéterminé connu Hbias qui n'est pas

homogène et présente des variations connues entre une valeur minimale

Hbiasmin et une valeur maximale Hbiasmax selon une direction telle qu'il

présente une composante de champ non nulle perpendiculaire à une

direction de détection dudit capteur, magnétorésistif (60 ; 70 ; 80 ; 90) qui

correspond également à une direction d'anisotropie d'une couche dudit

capteur magnétorésistif, de telle sorte que le champ magnétique à

mesurer puisse être déterminé par une fonction monotone à partir de la

variation de résistance dudit capteur magnétorésistif (60 ; 70 ; 80 ; 90).

2 . Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on

fait évoluer linéairement le champ magnétique de polarisation entre la

valeur minimale Hbiasmin et la valeur maximale Hbiasmax et en ce que la

valeur R de la résistance dudit capteur magnétorésistif (60 ; 70 ; 80 ; 90)

est donnée par l'équation suivante :

où R0 est la valeur de la résistance d u capteur magnétorésistif en

l'absence de champ extérieur,

Ri est la composante de la valeur de la résistance du capteur

magnétorésistif qui est affectée par la présence d'un champ magnétique

externe,

H est le champ magnétique extérieur à mesurer, et

u est la variable variant de la valeur minimale Hbiasmin à la valeur

maximale Hbiasmax d u champ magnétique de polarisation r



3 . Procédé selon la revendication 1 ou la revendication 2, pour

ajuster la sensibilité d'un dispositif comprenant au moins un capteur à

magnétorésistance anisotrope, caractérisé en ce que l'on applique le

champ magnétique de polarisation prédéterminé connu Hbias selon une

direction telle qu'il présente une composante de champ non nulle selon

une direction perpendiculaire à la direction de circulation du courant dans

ledit capteur.

4 . Procédé selon la revendication 1 ou la revendication 2, pour

ajuster la sensibilité d'un dispositif comprenant au moins un capteur (60) à

magnétorésistance géante ou à magnétorésistance tunnel comportant une

couche ferromagnétique dure (64) piégée dans une direction de référence,

caractérisé en ce que l'on applique le champ magnétique de polarisation

prédéterminé connu Hbias selon une direction telle qu'il présente une

composante de champ non nulle selon une direction perpendiculaire à

ladite direction de référence de la couche ferromagnétique dure (64).

5 . Système pour mesurer des champs magnétiques ou des

courants élevés à l'aide d'au moins un capteur magnétorésistif (60 ; 70 ;

80 ; 90), caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'application d'un

champ magnétique de polarisation prédéterminé connu Hbias selon une

direction telle qu'il présente une composante du champ non nulle

perpendiculaire à une direction de détection dudit capteur magnétorésistif

(60 ; 70 ; 80 ; 90) qui correspond également à une direction d'anisotropie

d'une couche dudit capteur magnétorésistif, des moyens pour faire varier

de façon connue le champ magnétique de polarisation prédéterminé Hbias

entre une valeur minimale Hbiasmin et une valeur maximale Hbiasmax, des

moyens de mesure de la variation de résistance dudit capteur

magnétorésistif (60 ; 70 ; 80 ; 90) et des moyens de détermination du

champ magnétique extérieur à mesurer H à partir de ladite variation de

résistance mesurée, la résistance du capteur étant soumise à une fonction

monotone de variation.

6 . Système selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit

capteur magnétorésistif est une magnétorésistance anisotrope et en ce

que les moyens d'application d'un champ magnétique de polarisation
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prédéterminé connu Hbias sont adaptés pour que ledit champ présente une

composante de champ non nulle perpendiculaire à la circulation de

courant dans ledit capteur.

7 . Système selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit

capteur magnétorésistif (60) est un capteur à magnétorésistance géante

ou un capteur à magnétorésistance tunnel comportant une couche

ferromagnétique dure (64) piégée dans une direction de référence et en

ce que les moyens d'application d'un champ magnétique de polarisation

prédéterminé connu Hbias sont adaptés pour que ledit champ présente une

composante de champ non nulle selon une direction perpendiculaire à

ladite direction de référence de la couche ferromagnétique dure (64).

8. Système selon la revendication 6 ou la revendication 7,

caractérisé en ce que le capteur magnétorésistif (70 ; 80 ; 90) présente

une forme de C à coins carrés ou une forme de serpentin avec des bras

transversaux (72 ; 82) de faible longueur et des bras longitudinaux (71 ;

81) de plus grande longueur, ces derniers étant alignés selon la direction

de l'axe de facile aimantation de couches ferromagnétiques douces

contenues dans ledit capteur et selon la direction dudit champ magnétique

de polarisation prédéterminé connu Hbias-

9 . Système selon l'une quelconque des revendications 5 à 8,

caractérisé en ce que les moyens d'application d'un champ magnétique de

polarisation prédéterminé connu Hbias comprennent au moins un aimant

permanent (110 ; 121, 122).

10. Système selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit

aimant permanent est placé au-dessus ou au-dessous dudit capteur

magnétorésistif et possède une aimantation planaire.

11. Système selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il

comprend au moins un aimant permanent (121, 122) placé à côté dudit

capteur magnétorésistif avec une aimantation dirigée de manière à créer

dans ledit capteur un champ planaire.
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12. Système selon l'une quelconque des revendications 9 à 11,

caractérisé en ce que l'aimant permanent (110 ; 121, 122) est adapté

pour que les variations thermiques du champ magnétique rémanent créé

par l'aimant permanent (110 ; 121, 122) compensent la variation de

sensibilité des capteurs magnétorésistifs.

13. Système selon l'une quelconque des revendications 9 à 12,

caractérisé en ce que l'aimant permanent est formé par électrodéposition.

14. Système selon l'une quelconque des revendications 9 à 12,

caractérisé en ce que l'aimant permanent est formé par sérigraphie ou

lithographie de couches magnétiques déposées.

15. Système selon l'une quelconque des revendications 5 à 8,

caractérisé en ce que les moyens d'application d'un champ magnétique de

polarisation prédéterminé connu Hbias comprennent au moins une bobine

d'électroaimant.

16. Système selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il

comprend des moyens d'ajustement du courant circulant dans ladite

bobine d'électroaimant pour compenser les variations thermiques de

sensibilité du capteur magnétorésistif.

17. Système selon l'une quelconque des revendications 5 à 16,

caractérisé en ce que ledit capteur magnétorésistif (90) est placé à

proximité d'un fil conducteur (130) traversé par un courant dont l'intensité

est à déterminer, en ce qu'il comprend des moyens de détermination de

ladite intensité dudit courant à partir de la valeur du champ magnétique

produit par ledit courant et détecté par ledit capteur magnétorésistif (90),

et en ce que ledit capteur magnétorésistif (90) et ledit fil conducteur (130)

sont disposés de telle manière que ledit champ magnétique détecté soit

perpendiculaire audit champ magnétique de polarisation prédéterminé

connu Hbias-
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